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Aufgabe 1) Thermische Geschwindigkeit eines Elektrons/Loches.

Berechnen Sie die thermische Geschwindigkeit vth eines Elektrons und eines Loches in Ge,
GaAs und Si bei 300 K.

Aufgabe 2) Beweglichkeit.

a) Erläutern Sie anschaulich, wie die Beweglichkeit von Ladungsträgern in Halbleitern von
der Temperatur und der Masse der Ladungsträger abhängt.

b) Was erwarten Sie bezüglich der Beweglichkeit µ, wenn die Dotierung vergrößert wird
und die Temperatur konstant bleibt?

Aufgabe 3) Leitfähigkeit.

Ein mit der Akzeptorendichte NA = 1019 cm−3 dotierter Silizium-Halbleiter wird bei
T = 300 K (Raumtemperatur) betrachtet. Die Ladungsträgerverteilung im Halbleiter ist
homogen. Es gilt für die Beweglichkeiten µp = 400 cm2

Vs
= 0, 1 · µn und für die Eigenlei-

tungsdichte ni = 1 · 1014 cm−3. Es gilt Störstellenerschöpfung.

a) Wie groß sind die Leitfähigkeiten σn und σp aufgrund der Elektronen- und Löcherleitung
in dem Halbleiter?

b) Welche Näherung kann aufgrund des Ergebnisses gemacht werden?

Aufgabe 4) Dotierung.

Ein homogen dotierter Si-Halbleiter soll eine Leitfähigkeit von 0,05 Ω−1cm−1 bei 300 K
haben. Zur Auswahl steht As und B. Welche Dotierung und welches Material wählt man,
um das geforderte Ergebnis zu erhalten?

Besprechung dieses Blatts sowie von Aufgabe 2 c) von Blatt 7: 18.12.2018.
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